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RESUMO 

O arseneto de gálio é o material base para a produção de LEDs emissores de luz 

branca. A investigação das suas propriedades e a procura de novas possibilidades 

de dopagem (necessária para o fabrico dos LEDs) continua a ser muito ativa [1], 

havendo grandes empresas interessadas neste desenvolvimento para aplicação 

tecnológica [2]. Nesta palestra será discutida a aplicação da espectroscopia 

Raman, com excitação ressonante e fora de ressonância, complementada pela 

espectroscopia FTIR, para estudar os modos de vibração em camadas de GaN 

dopadas com carbono. Após uma breve revisão dos fundamentos físicos, serão 

apresentados e discutidos os espectros, do ponto de vista dos efeitos causados 

pelos átomos de carbono.   
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